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2)

3)

derniére.

Cette normé
commutati

1)| Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerndNes quasti

La présent m
caonducteurs

-2- 747-7

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Dispositifs discrets

Septiéme partie: Transistors bipolaires

les transistors bipolaires de commutati

AVANT-PROPOS

e voeu que tous les Comités|

ne est issu des documents suivants:

Régle des Six Mois Rapport de vote

47(BC)985 47(BC)1098

-3© CEl

iqjues, préparps par des

expriment

bs par les

nationaux

adoptent dans leurs régles nationales-le e\de\la. reeommandation de la CEl, dans la mespre ol les

t la régle

on particuliére cadre pour les transistors bipolpires de

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote

ayant abouti

a l'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le
numeéro de spécification dans le Systeme CEIl d’assurance de la qualité des composants
électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices

Part 7: Bipolar transistors

Se
for switching applications

FOREWORD

1) The fofmal decisions or agreements of the IEC on technical matters, pre
which [all the National Committees having a special interest therein are

2) They have the form of recommendations for_internatio 597 ay 8 hal
Commiittees in that sense.

3) In ordpr to promote international unification, s
should adopt the text of the IEC recommendatic a 2 ill
permit] Any divergence between the IEC rec S as
far as 3

This stdndard ha@en or
devices
This standard is{ a \b hg

applicatfons.

The tex{ of th anyard is hased on the following documents:

D Six Months' Rule Report on Voting

47(C0)985 47(C0)1098

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting
Report indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification
number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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Autres publications de la CEl citées dans la présente norme:

Publications n°®*  68-2-17 (1978):
191-2 (1966):
747-2 (1983):
747-7 (1988):

747-10 (1991):

Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique.
Deuxidme partie: Essais — Essai Q: Etanchéité.

Normalisation mécanique des dispositifs & semiconducteurs. Deuxidéme
partie: Dimensions. (En révision.)

Dispositifs 3 semiconducteurs — Dispositifs discrets et circuits intégrés.
Deuxiéme partie: Diodes de redressement.

Dispositifs discrets et circuits intégrés a semiconducteurs. Septidme
partie: Transistors bipolaires.

747-11 (1985):

749 (1984):

Q@

nducteurs. Dixi ie; ification générique

ion inter-
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Other IEC publications quoted in this standard:

Publications Nos. 68-2-17 (1978):

191-2 (1966):

747-2 (1983):

747-7 (1988):

747-10 (1991):

Basic environmental testing procedures, Part 2: Tests, Test Q: Sealing.

Mechanical standardization of semiconductor devices, Part 2:
Dimensions. (Under revision.)

Semiconductor devices — Discrete devices and integrated circuits,
Part 2: Rectifier diodes.

Semiconductor discrete devices and integrated circuits, Part 7: Bipolar
transistors.

Semiconductor devices, Part 10: Generic specification for discrete

747-11(1985):

749 (1984):

Q@

devices and integrated circuits.

discrete

Semiconductor devices, Part 11: Sectional spefification fo

devices.

Semiconductor devices — Mechanical and cliim
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Dispositifs discrets

Septiéme partie: Transistors bipolaires

Section trois — Spécification particuliére cadre pour
les transistors bipolaires de commutation

INTRODUCTION

Le Systeme CEIl d'assurance de la qualité des composan
conformément aux statuts de la CEl et sous son autorité,
définir les procédures d’assurance de la qualité de té
éle¢ctroniques livrés par un pays participant comme étan

participants sans nécessiter d’autres essais.

Catte spécification particuliére cadre fait p3 i culiéres
cadres concernant les dispositifs 3 misonducte ‘ vec les
publications suivantes de la CEl:

ification

Spécifi-

Re

o

1d{

ent aux

hécifica-

[2] NuméroNECQ de la spécification particuliére.
[S]Numéros de référence et d’édition des spécifications générique et intermédiaire.

[4] Numéro national de la spécification particuliere, date d'édition et toute autre
information requise par le systéme national.

Identification du composant

[5] Type de composant.

[6] Renseignements sur la construction et les applications typiques. Si un dispositif
peut avoir plusieurs applications, cela doit étre indiqué dans la spécification
particuliére. Les caractéristiques, les limites et les exigences de contréle relatives a
ces applications doivent étre respectées. Pour les dispositifs sensibles aux charges
électrostatiques, ou contenant des matériaux instables, par exemple de I'oxyde de
béryllium, les précautions nécessaires a observer doivent étre ajoutées dans la
spécification particuliére.
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SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices

Part 7: Bipolar transistors

Section three — Blank detail specification for bipolar transistors
for switching applications

INTROIJUCTION

The IEC|Quality Assessment System for Electronic Components is og
with the [statutes of the IEC and under the authority of the IEC. T j
to defing quality assessment procedures in such a manner tRat eled
released i

further testing.

This bl

747-11/QC 750100 (198
discrete devices.

inf‘orma@

Numbers$ shown in br3
items of|required ir

Requir

Identification of the s
[1] The~name of
specificationis\iss
[2] The IECQ nu
[3] Thehumbers and issue numbers of the generic and sectional specifications.

d.
nber of the detail specification.

[4] The national number of the detail specification, date of issue and any further
information required by the national system.

Identification of the component

[6] Type of component.

[6] Information on typical construction and applications. If a device is designed to
satisfy several applications, this shall be stated here. Characteristics, limits and
inspection requirements for these applications shall be met. If a device is electrostatic
sensitive, or contains hazardous material, e.g. beryllium oxide, a caution statement
should be added in the detail specification.


https://iecnorm.com/api/?name=2778abd711c08ed8fb533625c706c76e

-8- 747-7-3 © CEI

[7] Dessin d’encombrement et/ou référence aux normes correspondantes pour les
encombrements.

[8] Catégorie d’assurance de la qualité.

[9] Données de référence sur les propriétés les plus importantes pour permettre la
comparaison des types de composants entre eux.

@%
S

[Dans toute cette norme, les textes indiqués entre crochets sont destinés & guider le rédacteur de
la spécification; ils ne doivent pas figurer dans la spécification particuliere.]

[Dans toute cette norme, lorsqu’une caractéristique ou une valeur limite s’applique, «x» signifie
qu'une valeur est 3 introduire dans la spécification particuliére.]
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[7] Outline drawing and/or reference to the relevant standard for outlines.
[8] Category of assessed quality.

[9] Reference data on the most important properties to permit comparison between
component types.

@%
S

[Throughout this standard, the texts given in square brackets are intended for guidance to the
specification writer and should not be included in the detail specification.]

[Throughout this standard, when a characteristic or rating applies, "x" denotes that a value shall be
inserted in the detail specification.]
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[Nom (adresse) de I'ONH responsable
(et éventuellement de I'organisme auprés
duquel la spécification peut étre obtenuse).]

[N° de la spécification particulidre [21
IECQ, plus n° d’édition et/ou date.}
QC 750104-XXX

COMPOSANT ELECTRONIQUE DE QUALITE
CONTROLEE CONFORMEMENT A:
Spécification générique: Publication 747-10/QC 700000

Spécification intermédiaire: Publication 747-11/QC 750100

[Numéro national de la spécification particuliére.] [4]
[Cette case n'a pas besoin d'étre utilisée si le
numéro national est identique au numéro IECQ.}

[et réf§rercesTrationatessiettessont-différentes

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR:
[Numéro(s) de type du ou des dispositifs.]

Renseignements A donner dans les commandes: voir I'article 7 de cette noghe.

[N

1 Desscription mécanique

Référepces d'encombrement:
CE!l 19[1-2... [obligatoire si disponible] et/ou
nationgles [s'il n’existe pas de dessin CEl.]

Dessin| d’encombrement
[peut &tre transféré, ou do|
a I'arti¢le 10 de cette nor

9,

Identiffcation des bo,

[DessiII

les sy

Marquage.flettres et chiffres, ou code de couleurs]
[La spgcification particulidre doit indiquer les

(6]

Matériau semiconducteur: [Si]
ncapsulation: [boitier avec ou sans cavit¢.]

>Atrention.Observer les précautions d'usage pour la
manipulation des DISPOSITIFS SENSIBLES AUX
CHARGES ELECTROSTATIQUES [s'il y allieu]

3 Catégories d’assurance de la qualite

[a choisir dans le paragraphe 2.6 de la (8]
spécification générique]
Données de référence [9]

informations & marquer sur le dispositif.]

[Voir le paragraphe 2.5 de la spécification générique
et/ou l'article 6 de cette norme.]

[Indication de la polarité, si I'on utilise une méthode
spéciale.}

Se reporter & la Liste des Produits Homologués en vigueur pour connaitre les fabricants dont les composants
conformes 2 cette spécification particulidre sont homologués.
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[Name (address) of responsible NAI [1]
(and possibly of body from which specification

is available).]

[Number of IECQ detail specification
plus issue number and/or date.]
QC 750104-XXX

{2

ELECTRONIC COMPONENT OF ASSESSED
QUALITY IN ACCORDANCE WITH:

Generic specification: Publication 747-10/QC 700000
Sectional specification: Publication 747-11/QC 750100
[and national references-if-differentd

3]

[National number of detail specification.]
[This box need not be used if the National
number repeats {ECQ number.]

[4]

DETAIL SPEGIFICATION FOR:
[Type number(s) of the relevant device(s).]
Ordering information: see clause 7 of this standard.

{51

1 Mechanical description

Outline referefices:
IEC 191-2... [handatory if available] and/or
national [if thelre is no IEC outline.]

Outline drawing

ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES
[if applicable]

D

(6]

[may be transaerred to or given with more detgils in
clause 10 of this standard.]

Terminal ide:lification

[drawing sho! i i

%

3 Categories of assessed quality

graphical sym

[from subclause 2.6 of the generic
specification.]

(8l

Marking: [lettars @and-figures, or colour code.]
[The detail specification shall prescribe the information

Reference data

to be marked on the device, if any.]

[See subclause 2.5 of the generic specification
and/or clause 6 of this standard.]

[Polarity indication, if a special method is used.]

iol

Information about manufacturers who have components qualified to this detail specification is available in the

current Qualified Products List.
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4 Valeurs limites (systémes des valeurs limites absolues)

Ces valeurs s’appliquent dans la gamme des températures de fonctionnement, sauf
spécification contraire.

[Répéter uniquement les numéros et titres des paragraphes utilisés. Mettre les valeurs
limites supplémentaires éventuelles & I'endroit voulu, mais sans numéro de paragraphe.]

[Les courbes doivent de préférence figurer a l'article 10 de cette norme.]

L \ Valdur
Paragraphe Paramétres Symbole
grep y n}t\ max.
4.1 Températures de fonctionnement, ambiante ou de boitier m\ \\/ X
4.2 Températures de stockage g X
4.3 Tension collecteur-base
Tension collecteur-base continue maximale pour u : \ P
courant émetteur nul
Vee X
derniers étant préférables)
4.4 Tension collecteur-émett
Spécifier une (de préférence
tensions suivantes:
Tension collecteur-émette Veeo X
courant de base nul
Veex X
Vees X
Veer X
4.5
Veso X
6 lo X
lIom X
4.7 Ig X
de Pointe répétitive du courant de base peut également lem X
étre donnée
4.8 S’il y a lieu: Courant émetteur continu maximal; la valeur Ie X
de pointe répétitive du courant émetteur peut également lem X
8tre donnée
4.9 Dissipation de puissance:
Toute exigence spéciale de refroidissement ou de
montage doit étre spécifiée
4.9.1 Dissipation totale maximale de puissance en fonction de PN X
la température ou:
4.9.2 Température maximale virtuelle (équivalente) de jonction, TM) X
et dissipation de puissance maximale (tot) X
4.10 Pour les types a température de boitier spécifiée et, s'il y
a lieu, pour les types & température ambiante spécifiée:
— Aire de fonctionnement (par exemple courbes de
I en fonction de V) en continu et, s'ily a
lieu, en impulsions
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4 Limiting values (absolute maximum rating system)

These values apply over the operating temperature range unless otherwise specified.

[Repeat only subclause numbers used, with title. Any additional values should be given at
the appropriate place, but without subclause number(s).]

[Curves should preferably be given under clause 10 of this standard.]

mue
SubclausL Parameters Symbol
y /\\mip-.\ \ max
41 Operating ambient or case temperatures Tombrca X \\v
4.2 Storage temperatures »tg \ X >
4.3 Collector-base voltage < \
Maximum continuous (direct) collector-base voltage
with zero emitter current
{should be given if V. and/or Vg are not given, 5o X
which are preferable) 6
4.4 Collector-emitter voltage
One (preferably V,) or more of th
shall be specified:
Maximum continuous (direct) colipctor-emitteryolta Veeo X
with zero base currgnt
oiN s Veex X
ter Vees X
Voen X
4.5
Veso X
4.6 Is X
lom X
4.7 Is X
repetitive péak base current may be added lem X
4.8 Where appropriate: maximum continuous emitter current; e X
repetitive peak emitter current may be added Iew X
4.9 Power dissipation:
Any special requirements for cooling or mounting should
be specified
4.9.1 Maximum total power dissipation as a function of P X
temperature or:
492 Maximum virtual (equivalent) junction temperature, TM) X
and maximum power dissipation P(m) X
4.10 For case-rated types and, where appropriate, for

ambient-rated types:
— area of safe operation (for example curves /; versus
Vise) d.c. and, where appropriate, pulse
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5 Caractéristiques électriques

Voir I'article 8 de cette norme pour les exigences de contrble.

747-7-3© CEI

[Répéter uniquement les numéros et titres des paragraphes utilisés. Mettre les caractéristi-
ques supplémentaires éventuelles a I'endroit voulu, mais sans numéro de paragraphe.]

[Lorsque plusieurs dispositifs sont couverts par la méme spécification particuliere, il
convient d’indiquer les valeurs correspondantes sur des lignes successives, en évitant de
répéter les valeurs identiques.]

[LLs courbes doivent de préférence figurer a 'article 10 de cette norme.]

ARG

Faragraphe

Caractéristiques et conditions
aT, ,ouT, =25°C

case
sauf spécification contraire (voir I'article 4

Syfod <\\ N'\K/

de la spécification générique) 4(/\

in.

AN

Essayé

5.1

5.2

5.3

54

N

Valeur statique en émetteur commun du rap,

(ou Vg et I) spécifiés, de préférence pour |
courant typique de fonctionnement (6n gonti

de 1, prise
impulsions®)

S |, spécifiée

la méme tension

2 de saturation base-émetteur,
conditions qu’en §.2

Spéeifier un, ou plusieurs s'il y a lieu, des
ants suivants mais pas /5, Uniquement car
les autres courants sont préférables:

Courant collecteur-base maximala, avec

sat(1)

VeEsat2)

BEsat

émetteur en circuit ouvert. [de préférence
pour la valeur limite maximale V0]

Courant collecteur-émetteur maximal [pour des
conditions spécifiées de polarisation base-
émetteur, de préférence pour la valeur limite
maximale Vgl

CBO(TY

CEX(1)

A3

A2b

A3

A3

A2b

A2b

[* Conditions préférées pour les impulsions: = 300 ps, <2 %.)

[~ S'ily alieu]]
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5 Electrical characteristics
See clause 8 of this standard for inspection requirements.

[Repeat only subclause numbers used, with title. Any additional characteristics should be
given at the appropriate place but without subclause number.]

[When several devices are defined in the same detfail specification, the relevant values
should be given on successive lines, avoiding repeating identical values.]

[Curves should preferably be given under clause 10 of this standard.]
ARG
Characteristics and conditions QN
atT__orT__ =25°C alve
Subclauge amb case Symbol /\j ested
unless otherwise specifed (see clause 4 min K x\
of the generic specification) /NN |
5.1 Static value of common-emitter forward current /ﬁzm\\ x \ we A3
transfer ratio at specified V. and [, \>
(or Vog and I), preferably at typical operatin
current (d.c. or pulse®) C
5.2 @m, x A2b
5.3 Where appropriate: >/CEsat(2) X A3
Maximum coliq
at specified £,
‘in5.1 .
5.4 Vagsat X A3
5.5
Il be specified but not /,;, alone
because the other currents are preferable:
Maximum collactor-hase current with the emitter | [ b A2h
. X . <BO(T)
open-circuited [preferably at maximum
rated V0]
Maximum collector-emitter current funder ,cexu) X A2b
specified base-emitter bias conditions,
preferably at maximum rated Vg1

[* Preferred pulse conditions: tp =300 ps, § <2 %.]
[** Where appropriate.]
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Caractéristiques et conditions
AT, ,ouT, ., =25°C
sauf spécification contraire (voir I'article 4 de la
spécification générique)

Valeur
Symbole Essayé

Paragraphe

55 Courant collecteur-émetteur maximal, avec ICER(1) X A2b
(suite) | résistance base-émetteur spécifiée [de pré-
férence pour la valeur limite maximale Vycgl

Courant collecteur-émetteur maximal pour une locsis X A2b
A

tension base-émetteur nulle [de préférence pour
la valeur limite maximale V(]

Courant collecteur-émetteur maximal pour un '050(1) < ( A2b
courant de base nul [de préférence pour la
valeur limite maximale V] \

fet, s’il y a lieu] 4 \5\/

Courant émetteur-base maximal pour un codrant les X A2b
collecteur nul [de préférence pour la valeur

limite maximale Vgl

5.6 Courants résiduels 2 hafite tempékature: G
[Spécifier un ou plusieurs,
courants suivants mais pas

) X C2b

CBO(2)

IcEX(2) X C2b

lCER(z) X C2b

vajeur limite maximale Vi p] et & haute
température

Courant collecteur-émetteur maximal, pour une 'cesm) X C2b
tension base-émetteur nulle, pour V. [compris
de préférence entre 65 % et 85 % de la valeur
limite maximale Vg¢] et & haute température

Courant collecteur-émetteur maximal pour un ’050(2) X C2b
courant de base nul, pour V. [compris de pré-
férence entre 65 % et 85 % de la valeur limite
maximale V] et & haute température
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Characteristics and conditions

open-circuited, at V. [preferably between 65 %
and 85 % of maximum rated V.,] and at a high
temperature

at7, ,orT .. .=25°C b Value T d
Subclause unless otherwise specified (see clause 4 Symbol min max este
of the generic specification) ) )
5.5 Maximum collector-emitter current with specified ’cenm X A2b
(cont.) | base-emitter resistance [preferably at maximum
rated V]
Maximum collector-emitter current with the base IGES(.; X A2b
short-circuited to the emitter [preferably at
maximum rated V4]
4
Maximum collector-emitter current with the base ’ceou ) X A2
open-circuited [preferably at maximum rated
Veeol \ >
[and, when appropriate] < \
Maximum emitter-base current with the collector leso X A2b
open-circuited [preferably at maximum rated (
Vesol
5.6 Cut-off currents at high temperatyre:
Dlcsore) X cab
IcEX(2) X C2b
lcsn(z) X C2b
Maximum collector-emitter current with the base ’cES(z) X C2b
short-circuited to the emitter, at V. [preferably
between 65 % and 85 % of maximum rated V<]
and at a high temperature
Maximum collector-emitter current with the base ’CEO(a) X C2b
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Caractéristiques et conditions val
aT, ouT,  =25°C ateur

case
sauf spécification contraire (voir I'article 4 de la Symbole . Essayé
min. max.

spécification générique)

Paragraphe

6.7 Temps de commutation et fréquence de transition
Soit (et de préférence pour les transistors de
commutation de puissance):

Temps de commutation maximaux [en spécifiant f... X ]

au moins deux temps différents], } A4
pour un courant de collecteur /. et des courants t.. X J
de base [, et I, spécifiés (donnés en valeurs
nominales) (
Soit: <

Retard a la décroissance maximal pour un ts x A4

courant collecteur /; et des courants de base /g,
et I, spécifiés (donnés en valeurs nominales) et:

Fréquence de transition minimale pour f, V. 9 A A4
ot I, spécifiés \ P
5.8 Capacité maximale de sortie en base comnune 6 C2a

avec Vg spécifis, Ic =0, f=1 MHz

5.9 ellenctio o3 Ri-a) X ]
os: valour tcad
. ) ou
on-ambis Rty x J

[Préciser:ici to s renseignements particuliers autres que ceux de la case [7] (grticle 1)
et/owdw’paragraphe 2.5 de la spécification générique.]

7 Renseignements a donner dans les commandes

[Sauf spécification contraire, les renseignements suivants constituent le minimum
nécessaire pour passer commande d’un dispositif donné:
— référence précise du modéle (et valeur de la tension nominale, si nécessaire);

— référence IECQ de la spécification particuliére avec numéro d’édition et/ou date
selon le cas;
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Characteristics and conditions

at T, or T,,,, = 25°C Value
Subclause unless otherwise specified (see clause 4 Symbol . Tested
min. max.
of the generic specification)
57 Switching times and transition frequency

Either (preferably for power switching
transistors):
Maximum switching times [with at least two t.. X ]
different times specified], } A4
at specified collecteur current /; and base t... J
currents Iy, and [, (nominal values) /\((\

or:
Maximum carrier storage time, at specified ts
collector current ’c and base currents Iy,

Q<
and [y, (nominal values) and: \
Minimum transition frequency, at specified f, V¢ fT< \ A4
andle /\\

5.8 Common-base output capacitance, at specified A C2a
Veg: =0, f=1MHz Q
— for ambient-rated devices

— where appropriate, for case-ral X
5.9 When virtual junctio : i 5 x 1
a rating the maxifum valué e , tcad
junction-to-a X
given

5.10 Wher
impeda m

6 Marki

[Any particularinformation other than that given in box [7] (clause 1) and/or subclause 2.5
of the ggneric-specification shall be given here.]

7 Ordering information

[The following minimum information is necessary to order a specific device, uniess other-
wise specified:

— precise type reference (and nominal voltage value, if required);
- |ECQ reference of detail specification with issue number and/or date when relevant;
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— catégorie d’assurance de la qualité définie au paragraphe 3.7 (article 11*) de la
spécification intermédiaire et, si nécessaire, séquence de sélection définie au
paragraphe 3.6 (article 10*) de cette méme spécification;

— toute autre particularité.]
8 Conditions d’essai et exigences de contréle
[Elles figurent dans les tableaux suivants, ou il convient de spécifier les valeurs et les

conditions d’essai exactes a utiliser pour un modéle donné, conformément aux essais
correspondants indiqués dans la publication applicable.]

[Le choix entre les méthodes d’essais ou les variantes doit étre faj a-rédaction de

la [spécification particuliére.]

[Lorsque plusieurs dispositifs sont couverts par la mép ifi \ liere, il
copvient d’indiquer les conditions et/ou les valeurs, co lignes
successives, en évitant autant que possible de répéter Aditions valeurs
identiques.]

Squf indication contraire, les numéros de para ¢ $ ce qui
sujt renvoient a la spécification généri S indi l'article

4 (article 12*) de la spécification

[Ppur les exigences de prélévemefits, se r \ reproduire les valeurs du paragraphe
3.7 (article 11*) de la spécification i i selon la catégorie d’assurange de la
qualité.]

{Pour le groupe dans la

spéciﬁcatior@ti

*  De la future révision de la Publication 747-11 de la CEL
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— category of assessed quality as defined in subclause 3.7 (clause 11*) of the
sectional specification and, if required, screening sequence as defined in subclause 3.6
(clause 10*) of the sectional specification;

- any other particulars.]
8 Test conditions and inspection requirements
[These are given in the following tables, where the values and exact test conditions to be

used shall be specified as required for a given type, and as required by the relevant test in
the relevant publication.]

ail

[The choice between alternative tests or test methods shall be made
specificption is written_]

[When [several devices are included in the same detail spegci : rnt
¥ ng

Throughout the following text, reference to subclause numi j he
generic|specification unless otherwise stated and te ¢ quoted from clause 4
(clause|12*} of the sectional specification.

[For sampling requirements, either refe X 3.7
(clause| 11%) of the sectional specificati 3078 7 i of
assessed quality.]

[For group A, the cho fail

specificgtion.] :

*  Of future revision of IEC Publication 747-11.
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Aucun essai n'est destructif (3.6.6)
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GROUPE A
Contréles lot par lot

747-7-3 © CEI

Conditions & Tmb ou T,

case

Limites des exigences

Examen ou essai  |Symbole | Référence sauf spécification contraire de contréle
(voir I'article 4 de- la spécification min. max.
générique)

Sous-groupe A1

Examen visuel externe Par. 4.2.1.1

Spus-groupe A2a \

Djspositifs inopérants Court-circuit: >
Circuit ouvert;

X

Spus-groupe A2b

Cpurants résiduels

[Un ou plusieurs des 4

courants suivants
bmme indiqué dans le
hragraphe 5.5]:

T O

ommM.s

courant collecteur-base X
courant collectéir: Comme en 5.5 X
émetteur
Ka
Sfil y a lieu:
cpurant ¢ ER 747-7, ch. i, Comme en 5.5 X
émetteur sect. quatre,
par. 3.2
Slily a : /
cpurant collesteur- ’ces(u 747-7, ch. lil,} Comme en 5.5 X
émettaur sect. quatre,
par. 3.2
S'il y a lieu:
courant collecteur- 1050(1) 747-7, ch. lli,] Comme en 5.5 X
émetteur sect. quatre,
par.3.2
Tension de saturation vCEsat(1) 747-7, ch. lll,} Comme en 5.2 X
collecteur-émetteur sect. quatre,
par. 3.2
Sous-groupe A3
Valeur statique en hye 747-7, ch. 1il,| Comme en 5.1 X
émetteur commun du sect. quatre,
rapport de transfert par. 6.4.4

direct du courant
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All tests are non-destructive (3.6.6)

—-23 -

GROUP A
Lot by lot

Conditions at T, or T,

=25°C

case

Inspection
requirement limits

Inspection or test Symbol | Reference unless otherwise specified
(see clause 4 of t.he generic min. max.
specification)
Sub-group A1
External visual Subclause
examinatiom 48711
Sub-grogp A2a

Inoperative devices

Short-circuit:

Open-circuit:

<

Sub-grogp A2b
Cut-off clirrents
[One or fhore of the
followingl as given in
subclause 5.5];

/N
cut-off current
> [100 times th<
cut-off curreg
limit shown ipn A2b

collectoribase current A% \/ X
N

collector{emitter s in)5.5 X
current
Where appropriate: <
collectoriemitter Asin 5.5 X
current
Where appropr
collectorfemitter A s(1) 747-7, ch. lil,| Asin 5.5 X
current sect. four,

subclause 3.2
Where appropriate:
collector-emitter 1050(1) 747-7,ch. lll,] Asin 5.5 X
current sect. four,

subclause 3.2
Collect?r-emitter vcEsat(1) 747-7,ch. i} Asin5.2 X
saturation voltage sect. four,

subclause 3.2
Sub-group A3
Static value of fye 747-7,ch. lll,{ Asin 5.1 X
common-emitter soct. four,
forward current subcl. 6.4.4

transfer ratio
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T

Conditionsa 7 ou T =25°C

Limites des exigences

de contrdle

Examen ou essai Symbole | Référence sauf spécification contraire
(voir I'article 4 de' la spécification min. max.
générique)
S'ily a lieu:
Tension de saturation VcEm(z) 747-7, ch. lll,}] Comme en 6.3 X
collecteur-émetteur sect. quatre,
par. 3.2
——
Tension de saturation Vogear | 747-7, ch. 1ll,| Comme en 5.4 X
baise-émetteur sect. quatre
par. 3.2 \
L
Spus-groupe A4 N
Spit: 747-7, ch. I,
tjmps de commutation sect. quatre, X
(qu moins deux valeurs) par.3.3 > X
4
<\ AN
N
sqit:
rgtard a la décroissance & 747-7, ch. X
sect.\quatre,
et 3.3
o~
frequence de transition W= [spécifié] X
I = [spécifié]
<> f = [spécifié]

v
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GROUP A (continued)

Conditions at T, or T, =25 °C Inspection
Inspection or test Symbol | Reference unless otherwise specified requirement limits
{see clause 4 of the generic min max
specification) ’ )
Where appropriate:
collector-emitter VCEM(Z) 747-7,ch. lll,} Asin5.3 X
saturation voltage sect. four,
subclause 3.2
|
Base-enjitter saturation Vegsar | 747-7, ch.lll,] Asin5.4 /\( X
voltage sect. four, 1
subclause 3.2 @m \
Sub-groyp A4 \ ;
Either: 747-7, ch. ll,| Nominal values of I, fo, and /g, R\
switching times (at t.. sect. four, | V, = [specified] \ X
least twq values) t.. subclause 3.3| V, X
Voo =
R,, = [speciffed]
Ry =
Input
e
~—
or:
carrier s{orage time t 747-7, ch. |1, X
sect. four,
and \ {(\s\
N
transition frequency A wied] x
Ic =\Ispecified]
<\ > \ ecified]
A N
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GROUPE B

Contréles lot par lot
(dans le cas de la catégorie |, voir la spécification générique, paragraphe 2.6)

LIS = limite inférieure de la spécification |
¢t du groupe A
LSS = limite supérieure de la spécification |

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.6.6)

Conditions & T, ou T, . =25 °C | Limites des exigences

case .
sauf spécification contraire de contréle

Examen ou essai Symbole | Rétérence (voir article 4 de la spécification .
. min. max.
générique)
Jous-groupe B1
DQimensions par.4.2.2 [Voicarticig 1 de
annexe B (\ tte. nermej
Sous-groupe B3 v
Hliage (D) si applicable 749, ch. I, { Force = [voir 74% ch. Ih W2} as Je déterioration

N

ous-groupe B4
oudabilité 749, ch. Il, | [Comme ifié]

(selon I'encapsulation) par. 1.2 Q \
\> <

0 n

Etamage correct

ar. 2.1 Q
e A
D N\
Jous-groupe BS \\‘“&j/
Mariations rapides de omme spécifi
toempérature,
:tivies de:
it: l
-1 Essai cyclique de < i Pb, variante 2,

chaleur humide
(pour les dispositifs

sans cavitg
vec les mest finalés:
courant résidu Not

sévérité = 55 °C,
mbre de cycles =

7

a
- Comme en A2b LSS
- Comme en A3 Lis
- VCEsat(1) 747-7, Comme en A2b LSS
> ch. Iii,
soct. quatre
par. 3.2
Hoit:
tanchéité (pour les 749, Paragraphes 7.2, 7.3 ou 7.4,
is,p_p_sml_s_a_gmgé) ch ill, art. 71 combinés avec |'essai Qc¢, 68-2-17
Sous-groupe B8
Endurance électrique Publication { Durée en fonctionnement
(168 h) 747-... ou
cor- polarisation en inverse a haute

respondante|{ température

avec les mesures finales:

— courant résiduel [Note] Comme en A2b 2Lss
— rapport de transfert hy e 747-7, ch. 1l,] Comme en A3 0,8LIS
de courant par. 6.4.4
-~ tension de saturation VCEsmm 747-7, ch.lil,] Comme en A2b 1,2Lss
sect. quatre
par. 3.2
Sous-groupe RCLA informations par attributs pour B3, B4, B5 et BS.

[NOTE — Spécifier un courant résiduel du sous-groupe A2b, de préférence /.1
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GROUP B
Lot by lot

(in the case of category |, see the generic specification, subclause 2.6)

LSL
usL

lower specification |

imit 1

from group A

upper specification limit |

Only tests marked (D) are destructive (3.6.6)

Conditions at T, or T,
unless otherwise specified

4o = 25°C

Inspection
requirement limits

Inspection or test Symbol | Reference (see clause 4 of the generic min o
leu, - .
Sub-group B1
Dimensions Subcl. 4.2.2, [S L) se of
appendix B C
Sub-group B3 \/
Bending,| (D) if applicable 749, ch. ll, | Force = [see 749, ch. ii, o amage
(dependgnt on subcl. 1.2 | subclause 1.2]
encapsuqation)
Sub-group B4
Solderabllity 749, ch. ll, [As specifi ood wetting
Sub-group BS
Rapid change of 749, ch. 1il,
temperatyre, clause 1
followed by
either:
— Damg heat cyclic (D) 749| ch. 1li,
(for npn-cavity claus
devicps) number of cycles =
with final measuremer@
— cut-off current [Net >s in A2b uUsL
- forwaE:i current h21E 747-7, As in A3 LSL
transfer ratio ch.dl
stbcel. 6.4.4
— saturatioh veltage $cEsa 1) 747-7, As in A2b usL
\ ch. 1It,
sect. four
> subcl. 3.2
or:
Sealing (for cavity 749, ch. Il | Subclauses 7.2, 7.3 or 7.4,
devices) subct 7 combinod with tost G, 68-2-17
Sub-group B8
Electrical endurance Relevant { Operating life
(168 h) 747-... or
publication | high temperature reverse bias
with final measurements:
— cut-off current [Note] As in A2b 2USL
—~ forward current hy,e |747-7, ch. ll,| Asin A3 0,8LSL
transfer ratio subcl. 6.4.4
-~ saturation voltage VCEsat(1) 747-7, ch.lil,| As in A2b 1,2USL
seact. four,
subcl. 3.2

Sub-group CRRL

Attributes information for B3, B4, BS and BS.

[NOTE — Specify one cut-off current from sub-group A2b, preferably lopo-]
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GROUPE C
Contréles périodiques
LIS = limite inférieure de la spécification |
t du groupe A
LSS = limite supérieure de la spécification }

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.6.6)

Conditions & T, ou T, . =25°C| Limites des i)giences
Pvaling . de cont
Examen ou essai Symbole| Reéférence | s T e
(voir l'article 4 de' la spécificatio m max.
générique) —
Yous-groupe C1
Dimensions Par. 4.2.2 [Voig articl
annexe B \Q:e norme]
\Y
Jous-groupe C2a
Gapacité de sortie:
~| pour les dispositifs C22b 747-7, X
a température ch. It
ambiante spécifiée sect. quatre,
— s'il y a lieu, pour les p 3
dispositifs a X
toempérature de boitier
spécifiée
Sous-groupe C2b
Qourant(s) résiduel(s) é<(\(
hiaute température:
Qourant collectaur-base |"l,a9> Tomp OU Toase = [SPécifiée haute]
< > et
Vg = [de préférence entre 65 % X
et 85 % de V5, max.]
\ =0
N .
EX(2 747-7, ch. lll, = [de préférence entre 65 % X
sect. quatre, et 85 % de V. max],
N par.3.2 Vg = [X spécifié]
’cER(a) 747-7, ch. lll,{ V. = [de préférence entre 65 % X
sect. quatre, [ et 85 % de V-, max.]
par. 3.2 Rge = [A spécifié]
Courant collecteur- lCES(z) 747-7, ch. lil,| Ve = [de préférence entre 65 % X
émetteur sect. quatre, | et 85 % de Vo max.]
par.3.2 Vge=0
Courant collecteur- 1050(2) 747-7, ch. i, = [de préférence entre 65 % b
émetteur sect. quatre, | et 85 % de V., max.]
par. 3.2 lg=0
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LSL
usL

lower specification limit 1

—29—

GROUP C
Periodic

t from group A

upper specification limit |

Only tests marked (D) are destructive (3.6.6)

T

Conditions at Tmb or T ...

=25°C

Inspection

requirement limits

Insp ectiomortest Symbott—Reference———urless-etherwise-sposified
(see clause 4 of !he generic in. o
specification) \
Sub-grdup C1
Dimensions Subcl. 4.2.2 o8 clause 1
appendix B of this standayd]
A\ N/
Sub-graup C2a
Output ¢apacitance:
-~ for gmbient-rated 022b 747-7, X
devices ch. i
sect. four,
— whefe appropriate, subcl. 3.3
for gase-rated < X
devices
/
Sub-group C2b
Cut-off ¢urrent(s) at
high temperature:
Collectdr-base curren 8o(2) s T OF Toase = [SPecifiod high)
) d;
> "
subel; >Vca = [preferably between 65 % X
and 85 % of V5, max.]
(\\ \\ =0
N e
Collector-emitt [} X(XM »ch lli,| V. = [preferably between 65 % X
current \ sett. four, | and 85 % of V., max],
\ subcl. 3.2 Vge = [X specified]
) AN
Collector-emitte ICER(Z) 747-7, ch. lil,| Vg = [preferably between 65 % X
current sect. four, and 85 % of V;c, max.]
subcl. 3.2 Rge = [R specified]
Collector-emitter Toesz) |737-7, Ch. TN, TV = [preferably between 65 % X
current sect. four, and 85 % of Vo max.]
subcl. 8.2 Vge=0
Collector-emitter ’050(2) 747-7, ch. lll,| V. = [preferably between 65 % X
current sect. four, and 85 % of V., max.]
subcl. 3.2 Ig=0
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GROUPE C (suite)

Conditions & T, ou T, = 25 °C| Limites des exigences
Examen ou essai Symbole| Référence sauf spécification contraire de contrdle
(voir l'article 4 de. la spécification min. max.
générique)
Sous-groupe C2d
Résistance thermique, R‘hd_a) 747-2, ch. IV | [Comme spécifié] X
s'il y a lieu Rth(]-c) par. 2.2
us-groupe C3
Rpbustesse des sorties: 749, ch. 1, | [749, ch. |I, par. 1.1 ou 1.4] Pas dg détérjoration
par. 1.1
trpction et /ou couple 749, ch il
(gelon I'encapsulation) par. 1.4 (\
N NV
Spus-groupe C4
Rpsistance a la chaleur 749, ch. i, 2 >
de soudage (D) par. 2.2
ayec les mesures finales:
—| courant résiduel [Note] 1747-7 A, LSS
seck_qualrg, 4
par.3.2
~| tension de saturation VCEsat(1) 747-7 <he 1, LSS
sect.[quat
pan 3.2
—| rapport de transfert </N 74 h. 1L Lis
direct de courant \ 3
AN N
Spus-groupe C6 \
Atcélération nt 7493ch NI, A [Comme spécifié]
(dour les disposilifs art.
c3vité seulement 3
a
- Not 747-7, ch. lli, | Comme en A2b LSS
sect. quatre,
par. 3.2
- CEsat(1) Comme en A2b Lss
- hy,g |747-7, ch. I, | Comme en A3 Lis
direct de couran par. 6.4.4

[NOTE — Spécifier un courant résiduel du sous-groupe A2b, de préférence /x|
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